Elektriniy parametry charakterizavimas ,,peteliskiy“ formos THz jutikliuose su integruota
difrakcine plokscia optika

Electrical characterisation of the ,,bow-tie* THz detector integrated with diffractive flat optics
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Elektromagnetiné  terahercinio (THz) daznio
spinduliuoté pasizymi savybe prasiskverbti pro tokius
zmogaus akiai nepermatomus objektus kaip tekstile,
popierius, plastikas. Tai leidzia uztikrinti efektyviag
saugumo kontrole¢ oro uostose [1] ir identifikuoti
zalingas, narkotines arba sprogiasias medZiagas neardant
pacios pakuotés. Dabartinis THz spinduliuotés
panaudojimas yra ribojamas rinkoje esanéiy S$altiniy
stoka, aplinkos sugertimi, bei detektoriy trakumu.
Egzistuojantys kambario temperatiiroje  veikiantys
jutikliai, tokie kaip mikrobolometrai, JFET ir MOSFET
(lauko tranzistoriai) [2] pasizymi sudétinga konstrukcija,
dideliu elektrostatiniu  jautrumu, bei komerciniu
neprieinamumu.

Siame darbe naudojamas vienas i§ populiariy THz
dazniy ruozo detekcijai skirty sprendimy, panaudojant
peteliskiy“ formos detektoriy [3]. Tokio tipo detektoriai
nereikalauja nuolatinés postimio jtampos darbo taskui
parinkti, 0 jy asimetriné struktiira leidzia detektuoti THz
spinduliuvotg. Siekiant stipresnio detektoriaus atsako,
panaudotas naujas detektoriaus ir spinduliuotés sgsajos
sprendimas, kai tiek detektorius, tiek difrakciné optika
yra talpinamos ant lusto pavirSiaus (1.a pav). Naujo tipo
,peteliskés  formos  jutikliai  iSsiskiria  gerokai
paprastesne ir pigesne gamybos technologija [4] ir
padidintu detektoriaus jautrumu, efektyvumu, bei vaizdo
raiskos kokybe.

Peteliskés tipo jutikliai buvo gaminami i§ ant InP
padéklo molekulinio pluosto epitaksijos (MBE) biidu
uzaugintos  InGaAs struktiiros ~ (la,b  pav.).
,Peteliskés  formos  jutiklis buvo suformuotas
pasitelkiant UV fotolitografijos ir §lapaus puslaidininkio
ésdinimo technologija. Metalizacija buvo atlikta
elektrony pluosto metodu. Tyrimo metu buvo
analizuojamas detektoriy gamybos atsikratojamumas
tiek tomis paciomis auginimo sglygomis, tiek pakeitus
MBE auginimo parametrus. Bandiniy aktyvusis
sluoksnis pasizyméjo skirtingu legiravimu ir storiu, bei
buvo auginami esant skirtingoms temperattiroms.

Naudojantis  zondiniu  manipuliatoriumi  buvo
matuojamos jutikliy voltamperinés charakteristikos.
ISmatuoti 27 pirmojo MBE auginimo demonstruoja gera

voltamperiniy charakteristiky atsikartojamuma (1.c pav.).

Siose charakteristikose stebéta pagaminty diody
asimetrija, kuri siekia 33%.

Apibendrinant tyrimo rezultatus, atsizvelgiant j
asimetring voltampering charakteristika, darytina i§vada,

kad naujas pasiiilytas ,,peteliskés® tipo detektoriaus ir
difrakcinés optikos sasajos metodas yra tinkamas didelio
atsako detektoriaus gamybai. Didelis atsikartojamumas
tarp skirtingy to pacio ruoSinio bandiniy parodo
optimaliai pasirinktus auginimo parametrus.
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1 pav. InGaAs ,peteliskés” tipo THz detektoriaus ir
charakterizavimo rezultatai. a) Pilnas ,,peteliskés® tipo
jutiklio su zoninémis ploks§témis vaizdas. b) Jutiklio
aktyvioji sritis. ¢) To paties ruoSinio 27 atskiry jutikliy
voltamperinés charakteristikos.
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